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1 简介 

1.1 主要特性 

低温漂：3ppm/℃（典型值） 

高精度：最大 0.1% 

低噪声：7.5μVpp/V 

低 IQ：2mA（典型值） 

工作温度范围：-55℃至+125℃ 

高输出电流：±10mA 

SEU ≥37MeV.cm²/mg 或10−5次/器件.天（商业航天级） 

SEL ≥37 MeV.cm²/mg （商业航天级） 

TID ≥100krad（Si）（商业航天级） 

封装：SOP8 

1.2 概述 

ASP5033S 是一款低噪声、低漂移、超高精度电压基准。这个基准既能吸收

电流，又能提供电流，并且具有出色的线路和负载调节性能。 

采用专有设计技术，静态电流为 2mA（典型值），可实现出色的温度漂移

（3ppm/℃）和高精度（0.1%）。这些特性与低噪声相结合，使 ASP5033S 成为

高精度数据采集系统的理想选择。 

ASP5033S 采用 SOP8 封装。其工作环境温度范围为-55℃至+125℃。 

1.3 产品系列 

型号 等级 温度范围 特征 

ASP5033S2Y 商业航天级 -55 to 125 °C 抗辐照设计 
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AS P 4644 A 3 B

公司缩写
AS

产品类型
P：电源
M：通信

C：电平接口
D：驱动

T：模数转换
L：线性芯片
S：传感器
R：监控复位

  产品系列
3605：DCDC
4644：DCDC
1042：CAN

等级
A：汽车
I：工业
S：商业航天

温度范围
6：-40 - 85 

7：-40 - 105 

3：-40 - 125 

2：-55 - 125 

 封装类型
B：BGA
S：SOIC
V：LGA
T：LQFP
U：QFN
P：TSSOP
W：VQFN
Y：SOP
C：SC70
Z: SOT

芯片命名规则

 

1.4 应用场景 

商业航天 

核电站 

机器人 

1.5 功能框图 
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1.6 封装信息 

SOP8

 

代码 

尺寸（毫米） 尺寸（英寸） 

最小值 最大值 最小值 最大值 

A(1) 1.350 1.750 0.053 0.069 

A1 0.100 0.250 0.004 0.010 

A2 1.350 1.550 0.053 0.061 

b 0.330 0.510 0.013 0.020 

c 0.170 0.250 0.007 0.010 

D(1) 4.800 5.000 0.189 0.197 

E 5.800 6.200 0.228 0.244 

E1(1) 3.800 4.000 0.150 0.157 

e 1.270 (BSC)(2) 0.050 (BSC)(2) 

L 0.400 1.270 0.016 0.050 
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θ 0° 8° 0° 8° 

备注 1：不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突出物。 

备注 2：BSC（中心基本间距），“基本”间距是标称的。 

2 特征值 

2.1 绝对最大额定值 

在自然通风工作温度范围内（除非另有说明）(1)(2) 

代码 范围 最小值 最大值 单位 

VIN 电源电压，V+至 V- -0.2 18 V 

 输出短路 -30 30 mA 

θJA 封装热阻(3) SOP8  110 °C/W 

TA 工作温度 -55 +125 

°C TJ 结温(4) -55 +150 

Tstg 储存温度 -65 +150 

备注 1：超出绝对最大额定值所列的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些只是应力额定

值，并不表示器件在这些条件下或超出建议工作条件 所列的任何其他条件下能够正常工作。

长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。 

备注 2：所有电压均相对于 GND 引脚。 

备注 3：封装热阻按照 JESD-51 计算。 

备注4：最大功耗是TJ(MAX)、RθJA和TA的函数。任何环境温度下的最大允许功耗为PD=(TJ(MAX)-

TA)/RθJA。所有数值均适用于直接焊接在 PCB 上的封装。 

2.2 ESD 等级 

以下 ESD 信息仅适用于在 ESD 保护区内处理 ESD 敏感设备。 

 数值 单位 

V(ESD) 静电放电 

人体模型( HBM )、JEDEC EIA/JESD22-A114 ±3000 V 

充电设备模型( CDM )，ANSI/ESDA/JEDEC JS-

002-2018 

±1000 V 

机器模型(MM)，JESD22-A115C(2010) ±200 V 
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ESD 敏感度警告 

 

 

ESD 损害的范围很广，从轻微的性能下降到器件的彻底失效。精密集成电路

更容易受到损坏，因为即使很小的参数变化也可能导致器件不符合其公开的规格。 

2.3 推荐工作条件 

在自然空气工作温度范围内（除非另有说明）。 

代码 范围 最小值 最大值 单位 

VIN 输入电压 VOUT+0.5(1) 16 V 

ILoad 负载电流 -10 10 mA 

备注 1：ASP5033S 的最小电源电压为 4V。 

2.4 电气特性 

范围 测试条件 最小 典型 最大 单位 

输出电压 VOUT ASP5033S  3.3  V 

初始精度 All voltage options(1) -0.1  0.1 % 

输出电压噪音 f=0.1Hz to10Hz  7.5  μVPP/V 

输出电压温度

漂移(2) 

dVOUT/dT TA=-55°C to +125°C  3 10 ppm/°C 

长期稳定性 

0 to 1000 hours  100  

ppm 

1000 to 2000 hours  50  

线路调节 

VIN=(VOUT+0.5) to 16V(1)  2 4 

ppm/V VIN=(VOUT+0.5) to 16V  

TA=-55°C to +125°C 

  6 

负载调节 dVOUT/dILOAD 
-10mA < ILOAD < 10mA 

VIN=VOUT+0.5V(3) 

 2 4 ppm/mA 
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-10mA < ILOAD < 10mA 

VIN=VOUT+0.5V 

TA=-55°Cto125°C(3) 

  6 

热滞后 dT First Cycle  90  ppm 

短路电流 ISC 

Sourcing  17 26  

mA 

Sinking  15 23  

开启稳定时间 To 0.1% with CL=1μF  300  μs 

容性负载  1  50 μF 

电压 VIN 

ILOAD=0， 

TA=-55°C to+125°C 

VOUT+0.5(1)  16 V 

静态电流 IQ 

ILOAD=0，TA=25°C  2 3 

mA ILOAD=0， 

TA=-55°C to+125°C 

  4 

条件为 TA=25°C、IOUT=0mA 且 VIN=5V（除非另有说明）。 

备注 1：ASP5033S 的最小电源电压为 4V。 

备注 2：用盒子法确定温度漂移。 

备注 3：负载调节的典型值反映了使用力和感应接触进行测量的结果。 

2.5 典型特性 

注意：本说明后面提供的图表是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。 

TA =25°C、VIN=5V。 

    
图 1 输出电压精度与温度          图 2 输出电压与负载电流 
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图 3 静态电流与温度的关系         图 4 静态电流与输入电压 

 

图 5 线路调节率与温度的关系         图 6 短路电流与温度的关系 

 

图 7 噪声                          图 8 启动 
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图 9 启动                          图 10 负载瞬变 

 

图 11 负载瞬变                    图 12 负载瞬变 

 
图 13 负载瞬变                    图 14 线路瞬态  
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图 15 线路瞬态             图 16 长期稳定性（前 1000 小时） 

 

图 17 长期稳定性（第二个 1000 小时）  图 18 长期稳定性（前 2000 小时） 

3 引脚 

顶视图 

 

SOP8 
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引脚描述 

引脚 

代码 I/O(1) 描述 

SOP8 

1 DNC(2) ‒ 请勿连接 

2 VIN I 输入电源电压 

3,5,7 NC(3) O 无内部连接 

4 GND G 地线 

6 VOUT O 参考电压输出 

8 DNC(2) ‒ 请勿连接 

备注 1：I=输入，O=输出。 

备注 2：DNC=不连接。 

备注 3：NC=无内部连接。 

4 功能描述 

4.1 温度漂移 

ASP5033S 的设计目标是实现最小的漂移误差，漂移误差定义为输出电压随

温度的变化。漂移使用方框法计算，如公式 1 所示。 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 =
𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑜𝑢𝑡×𝑇𝑒𝑚𝑝 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒
× 106(𝑝𝑝𝑚)     （1） 

ASP5033S 的典型漂移系数为 3ppm/°C。 

4.2 热滞后 

ASP5033S 的热滞后定义为在 25°C 下操作设备、在指定温度范围内循环设

备并返回到 25°C 后输出电压的变化。热滞后可以用公式 2 表示： 

𝑉𝐻𝑌𝑆𝑇 =
|𝑉𝑃𝑅𝐸−𝑉𝑃𝑂𝑆𝑇|

𝑉𝑁𝑂𝑀
× 106(𝑝𝑝𝑚)      （2） 

其中 

VHYST=热滞后（单位为 ppm）。 

VNOM=额定输出电压。 

VPRE=在 25°C 预热循环时测得的输出电压。 

VPOST=器件在 25°C 至规定温度范围内循环后测得的输出电压温度范围为 
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-55°C 至 125°C，并恢复至 25°C。 

4.3 噪声性能 

ASP5033S 的典型 0.1Hz 至 10Hz 电压噪声。噪声电压随输出电压和工作温

度的升高而升高。可以使用额外的滤波来改善输出噪声水平，但要注意确保输出

阻抗不会降低性能。 

4.4 长期稳定性 

由于老化和环境影响，所有半导体器件的半导体芯片和封装材料都会随着时

间的推移而发生物理变化。这些变化以及芯片上的相关封装应力会导致精密电压

基准的输出电压随时间而偏离。这种变化的值在数据表中由称为长期稳定性（也

称为长期漂移(LTD)）的参数指定。公式 3 显示了 LTD 的计算方法。请注意，如

果输出电压随时间漂移升高，则 LTD 值为正，如果电压随时间漂移降低，则 LTD

值为负。 

𝐿𝑇𝐷(𝑝𝑝𝑚)|𝑡=𝑛 =
(𝑉𝑜𝑢𝑡|𝑡=0−𝑉𝑜𝑢𝑡|𝑡=𝑛)

𝑉𝑜𝑢𝑡|𝑡=0
× 106   （3） 

其中 

LTD(ppm)|t=n=长期稳定性（以 ppm 为单位）。 

VOUT|t=0=时间=0 小时的输出电压。 

VOUT|t=n=时间=n 小时的输出电压。 

5 设备功能模式 

5.1 基本连接 

图 19 显示了 ASP5033S 的典型连接。建议使用 1μF 至 10μF 的电源旁路电

容。必须将最小 1μF 的输出电容(CL)从 VOUT 连接到 GND。 
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图 19 基本连接 

5.2 电源电压 

ASP5033S 电压基准具有极低压差。这些基准在无负载条件下的供电电压可

比输出电压高 500mV。 

5.3 典型应用 

 

图 20 典型应用 
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6 布局 

6.1 布局指南 

将电源旁路电容尽可能靠近电源和接地引脚放置。此旁路电容的建议值为

1μF 至 10μF。如有必要，可以添加额外的去耦电容来补偿噪声或高阻抗电源。  

在 NR 引脚和地之间放置一个 1μF 噪声滤波电容。 

输出必须用 1μF 至 50μF 电容去耦。与输出电容串联的电阻是可选的。为了

获得更好的噪声性能，建议输出电容上的 ESR 为 1Ω 至 1.5Ω。 

可以在输出和地之间并联一个高频 1μF 电容器，以滤除噪声并帮助切换负

载作为数据转换器。 

6.2 布局示例 

 

图 21 布局示例 

6.3 功率耗散 

ASP5033S 可在指定输入电压范围内提供±10mA 的电流负载。器件的温度根

据公式 4 上升： 

TJ =TA + PD× θJA 

其中 

TJ=结温（°C）。 

TA=环境温度（°C）。 

PD=耗散功率（W）。 

θJA=结至环境热阻（°C/W）。 

ASP5033S 结温不得超过绝对最大额定值 125°C。 
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7 卷带信息 

卷轴尺寸                 胶带尺寸 

 

注：图片仅供参考，请以实物为准。 

卷带封装关键参数表 

封 装 类

型 

卷轴直

径 

卷轴宽度 

（mm） 

A0 

（mm） 

B0 

（mm） 

K0 

（mm） 

P0 

（mm） 

P1 

（mm） 

P2 

（mm） 

W 

（mm） 

Pin1 

象限 

SOP8 13英寸 12.4 6.40 5.40 2.10 4.0 8.0 2.0 12.0 Q1 

8 修订历史 

版本号 修订内容 修订时间 

V1.0 初始版本。 2026.06 

   

   

 

 


